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(57)【要約】
【課題】
真空処理室の残留ガスと導入ガスを高速に置換すること
のできる真空処理装置を提供する。
【解決手段】
真空処理室１０９内に、それぞれ異なるガスを導入する
複数の処理ステップにより試料１１７の処理を行なう真
空処理装置において、複数の処理ステップを継続する時
、前ステップ終了時のガス流量を定常処理時の設定値よ
り減少させる、または後ステップの開始時のガス流量を
設定値より増加させる、または前ステップ終了時のガス
流量を設定値より減少させ、且つ後ステップの開始時の
ガス流量を設定値より増加させる。これにより高速置換
が可能となり安定した真空処理が実現できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空処理室内に、それぞれ異なるガスを導入する複数の処理ステップにより試料の処理
を行なう真空処理装置において、前記複数の処理ステップを継続する時、前ステップ終了
時直前のガス流量を定常処理時の設定値より減少させる、または後ステップの開始時のガ
ス流量を定常処理時の設定値より増加させる、または前ステップ終了時直前のガス流量を
定常処理時の設定値より減少させ、且つ後ステップの開始時のガス流量を定常処理時の設
定値より増加させることにより、前ステップで導入していたガスの残留と、後ステップで
導入するガスが前記真空処理室内に到達する時間の遅れを抑制することを特徴とする真空
処理装置。
【請求項２】
　請求項１記載の真空処理装置において、異なるガスを導入する処理ステップを継続する
際、継続するステップの間に、試料の表面と反応しないガスを導入する移行ステップを有
することを特徴とする真空処理装置。
【請求項３】
　請求項２記載の真空処理装置において、ガス成分を分析する手段を備え、前記移行ステ
ップで、ガス成分を分析し、ガス組成が次の処理ステップにおける処理ガスの組成となっ
たときをトリガとして、次の処理ステップに切り換えることを特徴とする真空処理装置。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載の真空処理装置において、排気系を制御して前記真空処理室内の
処理圧力を制御する手段を有し、前の処理ステップにおける処理圧力に保った後、後の処
理ステップの処理圧力に滑らかに変化させることを特徴とする真空処理装置。
【請求項５】
　真空処理室と、前記真空処理室へ第１のガスを供給する第１のガス導入手段と、前記真
空処理室へ第２のガスを供給する第２のガス導入手段と、前記第１のガス供給手段及び前
記第２のガス供給手段のガス流量の設定値を制御する制御部とを有する真空処理装置にお
いて、
  前記制御部は、
  第１の時間帯において、前記第１のガス導入手段を第1の設定値に設定するとともに前
記第１の時間帯終了時に前記第１の設定値をゼロに設定する機能と、
  前記第１の時間帯に連続する第２の時間帯において、前記第２のガス導入手段を第２設
定値に設定するとともに前記第２の時間帯の開始時に一時的に前記第２の設定値を越える
第３の設定値に設定する機能とを有することを特徴とする真空処理装置。
【請求項６】
　請求項５記載の真空処理装置において、
  前記制御部は、前記第１の時間帯終了時直前の前記第１ガスの流量が前記第１の設定値
よりも小さくなるように、前記第１のガス導入手段を第４の設定値に設定する機能を有す
ることを特徴とする真空処理装置。
【請求項７】
　真空処理室と、前記真空処理室へ第１のガスを供給する第１のガス導入手段と、前記真
空処理室へ第２のガスを供給する第２のガス導入手段と、前記第１のガス供給手段及び前
記第２のガス供給手段のガス流量の設定値を制御する制御部とを有する真空処理装置にお
いて、
  前記制御部は、
  第１の時間帯において、前記第１のガス導入手段を第1の設定値に設定し、前記第１の
時間帯終了時直前の前記第１ガスの流量が前記第１の設定値よりも小さくなるように、前
記第１のガス導入手段を第２の設定値に設定し、前記第１の時間帯終了時に前記第１の設
定値をゼロに設定する機能と、
  前記第１の時間帯に連続する第２の時間帯において、前記第２のガス導入手段を第３の
設定値に設定する機能と、を有することを特徴とする真空処理装置。



(3) JP 2011-155044 A 2011.8.11

10

20

30

40

50

【請求項８】
　真空処理室と、前記真空処理室へ第１のガスを供給する第１のガス導入手段と、前記真
空処理室へ第２のガスを供給する第２のガス導入手段と、前記真空処理室へ第３のガスを
供給する第３のガス導入手段と、前記第１のガス供給手段、前記第２のガス供給手段及び
第３のガス供給手段のガス流量の設定値を制御する制御部とを有する真空処理装置におい
て、
  前記制御部は、
  第１の時間帯において、前記第１のガス導入手段を第1の設定値に設定するとともに前
記第１の時間帯終了時に前記第１の設定値をゼロに設定するする機能と、
  前記第１の時間帯に連続する第２の時間帯の前半部において、前記第２のガス導入手段
を前記第１の設定値を越える第２の設定値に設定後、前記第２の時間帯の後半部において
前記第２のガスが減少し、残留する前記第１のガスが排気されるように第３の設定値に設
定する機能と、
  前記第２の時間帯に連続する第３の時間帯において、前記第３のガス導入手段を第４の
設定値に設定する機能と、を有することを特徴とする真空処理装置。
【請求項９】
　請求項８記載の真空処理装置において、
  前記第３の設定値はゼロであることを特徴とする真空処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体デバイスの製造等に用いる真空処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイス等の製造に必須となっている真空処理装置は、真空容器に反応性ガスを
導入し加工処理や成膜処理をする装置であり、主にプラズマを発生させて試料の処理を行
う。
【０００３】
　真空処理装置は、その用途によって複数のステップで異なるガスの導入を必要とする場
合があり、その適用範囲はデバイス構造変化や生産性向上のため近年、増加しているが、
異なるガスを導入する際、前ステップで導入していたガスの残留や、導入するガスが真空
処理装置内に到達する時間の遅れにより、要求される性能が得られない等の不良や、デバ
イス量産時の性能にバラツキが生じ問題となっている。
【０００４】
　例えば、プラズマエッチング処理装置で、ゲート酸化膜上のポリシリコンをエッチング
してゲート電極を形成する場合に、第１ステップにおいて、ポリシリコンの均一性が良好
で、エッチング速度が大きい処理条件を設定して、エッチングを実施し、ポリシリコンが
エッチングされて、ゲート酸化膜が露出する時点からは、ポリシリコンのエッチング速度
に対して、十分小さいゲート酸化膜エッチング速度を満たす処理条件の第２ステップに切
り替え、エッチングを行う必要がある。
【０００５】
　この場合、第１ステップから第２ステップへの処理条件の移行にあたって、第１ステッ
プのエッチングガスと第２ステップのエッチングガスが混在する時間が発生して、異なる
エッチングガスが混在する時間中に意図しないエッチングが進行し、ゲート電極の加工に
影響をおよぼすという問題がある。このような問題に対し第１ステップ終了後残留ガスを
充分排気し第２ステップのガスを導入する手法を行っていた。
【０００６】
　このような例として、プラズマ装置の同一チャンバ内で異なる種類の処理が連続して行
われる場合に、前工程で用いた処理ガスの残留成分の影響が次工程に及ばないようにする
ために、前工程を終了した後、処理ガスを一旦排気するか、または不活性ガスと置換する
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ことが行われている。例えば、ウェハ上で３層レジストプロセスの下層レジスト層をＯ２
プラズマを用いてエッチングした後、バイアス印加用のＲＦ電源をウェハステージから切
り離し、一旦Ｏ２ガスを排気してからＨｅガスを挿入し、ウェハを保持していた単極式静
電チャックの残留電荷を、Ｈｅプラズマを通じて除去する（例えば、特許文献１参照）が
、半導体デバイスの高密度化および高集積度化に伴なって、エッチング中にウェハに付着
する異物の大きさ、数の許容値が厳しくなってきており、異なる処理ステップ間のプラズ
マ放電を継続させて、ウェハへの異物の付着を防止し、加工不良を生じないプラズマ処理
方法が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００７】
　本手法では、それぞれ異なるガスと処理圧力条件を有する複数の処理ステップ、各処理
ステップの間に真空処理室内に試料をエッチングせずかつプラズマ放電を継続可能なガス
を導入してプラズマ放電を継続する移行ステップを設け、それぞれの移行ステップは、処
理圧力に滑らかに変化させると伴に、反応性ガス供給系とプラズマ放電を継続するガス供
給系を各々有することで、ガス供給系での処理ステップ間のガスの混在時間を少なくして
いるが、処理室内部への配慮が不充分であり、前ステップで導入していたガスの残留や、
導入するガスが真空処理装置内に到達する時間の遅れにより、要求される性能が得られな
い等の不良や、デバイス量産時の性能にバラツキが生ずる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平６－１７７０９１号公報
【特許文献２】特開２００７－２８７９２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、複数の異なるガス処理ステップを有する真空処理装置において、真空処理室
に導入されていたガスとこれから導入するガスを高速に置換し、前ステップで導入してい
たガスの残留や、導入するガスが真空処理装置内に到達する時間の遅れを低減することの
できる真空処理装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は上記課題を解決するため、次のような手段を採用した。
【００１１】
　真空処理室内に、それぞれ異なるガスを導入する複数の処理ステップにより試料の処理
を行なう真空処理装置において、前記複数の処理ステップを継続する時、前ステップ終了
時直前のガス流量を定常処理時の設定値より減少させる、または後ステップの開始時のガ
ス流量を定常処理時の設定値より増加させる、または前ステップ終了時直前のガス流量を
定常処理時の設定値より減少させ、且つ後ステップの開始時のガス流量を定常処理時の設
定値より増加させることにより、前ステップで導入していたガスの残留と、後ステップで
導入するガスが前記真空処理室内に到達する時間の遅れを抑制することを特徴とする真空
処理装置とする。
【００１２】
　また、真空処理室と、前記真空処理室へ第１のガスを供給する第１のガス導入手段と、
前記真空処理室へ第２のガスを供給する第２のガス導入手段と、前記第１のガス供給手段
及び前記第２のガス供給手段のガス流量の設定値を制御する制御部とを有する真空処理装
置において、前記制御部は、第１の時間帯において、前記第１のガス導入手段を第1の設
定値に設定するとともに前記第１の時間帯終了時に前記第１の設定値をゼロに設定する機
能と、前記第１の時間帯に連続する第２の時間帯において、前記第２のガス導入手段を第
２設定値に設定するとともに前記第２の時間帯の開始時に一時的に前記第２の設定値を越
える第３の設定値に設定する機能とを有することを特徴とする真空処理装置とする。
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【００１３】
　また、真空処理室と、前記真空処理室へ第１のガスを供給する第１のガス導入手段と、
前記真空処理室へ第２のガスを供給する第２のガス導入手段と、前記第１のガス供給手段
及び前記第２のガス供給手段のガス流量の設定値を制御する制御部とを有する真空処理装
置において、前記制御部は、第１の時間帯において、前記第１のガス導入手段を第1の設
定値に設定し、前記第１の時間帯終了時直前の前記第１ガスの流量が前記第１の設定値よ
りも小さくなるように、前記第１のガス導入手段を第２の設定値に設定し、前記第１の時
間帯終了時に前記第１の設定値をゼロに設定する機能と、前記第１の時間帯に連続する第
２の時間帯において、前記第２のガス導入手段を第３の設定値に設定する機能と、を有す
ることを特徴とする真空処理装置とする。
【００１４】
　また、真空処理室と、前記真空処理室へ第１のガスを供給する第１のガス導入手段と、
前記真空処理室へ第２のガスを供給する第２のガス導入手段と、前記真空処理室へ第３の
ガスを供給する第３のガス導入手段と、前記第１のガス供給手段、前記第２のガス供給手
段及び第３のガス供給手段のガス流量の設定値を制御する制御部とを有する真空処理装置
において、前記制御部は、第１の時間帯において、前記第１のガス導入手段を第1の設定
値に設定するとともに前記第１の時間帯終了時に前記第１の設定値をゼロに設定するする
機能と、前記第１の時間帯に連続する第２の時間帯の前半部において、前記第２のガス導
入手段を前記第１の設定値を越える第２の設定値に設定後、前記第２の時間帯の後半部に
おいて前記第２のガスが減少し、残留する前記第１のガスが排気されるように第３の設定
値に設定する機能と、前記第２の時間帯に連続する第３の時間帯において、前記第３のガ
ス導入手段を第４の設定値に設定する機能と、を有することを特徴とする真空処理装置と
する。
【発明の効果】
【００１５】
　以上の構成を備えるため、複数の異なるガス処理ステップを有する真空処理装置におい
て、真空処理室に導入されていたガスとこれから導入するガスを高速に置換し、前ステッ
プで導入していたガスの残留や、導入するガスが真空処理装置内に到達する時間の遅れを
低減することのできる真空処理装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施の形態に係るプラズマエッチング処理装置の概略構造縦断面図。
【図２】エッチング用試料の概略構造断面図。
【図３】実施例１に係るプラズマエッチング装置でのガス切替え時のガス流量を示す図で
あり、（ａ）は残留ガス流量、（ｂ）は導入ガス流量を示す。
【図４】実施例２に係るプラズマエッチング装置でのガス切替え時のガス流量を示す図で
あり、（ａ）は導入ガス流量、（ｂ）は残留ガス流量を示す。
【図５】実施例３に係るプラズマエッチング装置でのガス切替え時のガス流量を示す図で
あり、（ａ）は移行ステップでの導入ガス流量設定値固定、（ｂ）は移行ステップでの導
入ガス流量設定値変更の場合を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を実施するための形態を説明する
　本実施の形態にかかる真空処理方法を適用するＥＣＲプラズマエッチング装置の構成を
、図１を用いて説明する。
【００１８】
　ＥＣＲプラズマエッチング処理装置は、ガス（第１のガス）供給源１０１、マスフロー
コントローラ（ＭＦＣ）１０３、ガスバルブ（第１のガスバルブ）１０５、ガス配管（ガ
ス流路）１０７を備えたガス供給系（第１のガス供給系）と、同様にガス（第２のガス）
供給源１０２、マスフローコントローラ１０４、ガスバルブ（第２のガスバルブ）１０６
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を備えたガス供給系（第２のガス供給系）に代表される複数のガス供給系を備えており、
ガス導入部１０８を介してガスが供給される真空処理室１０９、高周波電源１１０、導波
路１１１、高周波電力整合器１１２、導波路１１３を有し前記真空処理室１０９に高周波
電力を供給する高周波電力供給系と、前記真空処理室１０９内に磁場を形成する磁場コイ
ル１１４と、エッチング加工用の試料１１７を設置する試料台１１６と、真空処理室１０
９内の圧力を計測する圧力計１１８と、開口断面積を連続して制御可能な可変バルブ１１
９、それに続くターボ分子ポンプ１２０、排気配管１２２に接続される補助ポンプ１２１
とからなる排気系および上記複数のガス供給系や高周波電力供給系、排気系を制御する制
御部(図示せず)を有している。
【００１９】
　このＥＣＲプラズマエッチング装置において、ガス供給源１０１と、異なるガス供給源
１０２から供給される処理ガス（プロセスガス）は、マスフローコントローラ１０３、マ
スフローコントローラ１０４により流量が制御されて、ガスバルブ１０５、ガスバルブ１
０６とガス配管１０７、ガス導入部１０８を経由し、真空処理室１０９に均一に導入され
る。高周波電源１１０より出力される電力は、導波路１１１、高周波電力整合器１１２、
導波路１１３を通り真空処理室１０９内に導入される。また磁気コイル１１４によりＥＣ
Ｒ条件を満たすような磁場を形成させることができ、真空処理室１０９内に供給される高
周波電力と磁場との相互作用によって、真空処理室１０９内に供給されたガスをプラズマ
１１５化する。可変バルブ１１９、ターボ分子ポンプ１２０、補助ポンプ１２１により、
真空処理室内の圧力を調整することができる。試料台１１６上にエッチング加工用の試料
１１７を設置させ、ガス流量および処理圧力、高周波電力値ならびに磁場を制御し、プラ
ズマ１１５を発生させ、試料台１１６に載置された試料（ウェハ）にＲＦバイアス（図示
を省略）を印加することにより試料を加工することができる。
【００２０】
　断面を示す図である図２を用いて、半導体ウェハであるエッチング加工用試料１１７の
構造の例を説明する。図２（ａ）はエッチング処理前の、図２（ｂ）がエッチング処理後
の概略構造断面図を示す。エッチング用試料１１７は、シリコン基板２０４上に、酸化膜
２０３、ポリシリコン膜２０２に、ホトレジストマスク２０１を有する。
【００２１】
　図２に示したエッチング用試料１１７の処理では、パターンニングされたホトレジスト
２０１をマスクにパターンに忠実に被エッチング材であるポリシリコン膜２０２をエッチ
ングする。またこの時シリコン基板２０４に損傷を与えないように、第１ステップにおい
て、ポリシリコンの均一性が良好で、エッチング速度が大きい処理条件を設定して、エッ
チングを実施し、ポリシリコンがエッチングされて、酸化膜２０３が露出する時点からは
、ポリシリコンのエッチング速度に対して、十分小さい酸化膜エッチング速度を満たす処
理条件の第２ステップに切り替え、エッチングを行う。
【実施例１】
【００２２】
　上記ＥＣＲプラズマエッチング装置での実施例１について図３を用いて説明する。上記
ステップの切り替えを簡易化するため、使用するガスは酸素（Ｏ２）ガスとアルゴン（Ａ
ｒ）ガスを用いた。なお、発明を実施するための形態に記載され、本実施例に未記載の事
項は本実施例にも適用することができる。
【００２３】
　第１ステップ(第１の時間帯での処理)の酸素ガス５０ｍＬ／ｍｉｎから第２ステップの
アルゴンガスにステップ移行した後の、残留酸素ガス(図３（ａ）)およびアルゴンガス(
図３（ｂ）)の流量の時間変化を示す。第２ステップ(第２の時間帯での処理)のアルゴン
流量が高いほど残留酸素ガスが早く減少しており、速やかにアルゴンガスステップに移行
していることがわかる。
【００２４】
　以上説明したように、実施例１においては、処理ステップを継続する時、第２ステップ
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（後ステップ）の処理開始時のガス流量を定常処理時の設定値より増加させることで、前
ステップで導入していたガスの残留と、後ステップで導入するガスが真空処理室内に到達
する時間の遅れを抑制することができる。
【００２５】
　これにより、処理条件の移行にあたって、前後ステップのエッチングガスが混在する時
間を抑制して、異なるエッチングガスが混在する時間中に意図しないエッチングが進行し
、下地酸化膜との選択性低下によるシリコン基板への損傷や、被エッチング材であるポリ
シリコンの形状不良を抑制し、且つ試料間の再現性（性能安定性）を向上する効果を得る
ことができる。
【００２６】
　なお、各々のガスの流量は、ガス供給系の各々のマスフローコントローラやガスバルブ
等を含む各々のガス供給手段を制御部により所定の設定値に設定することにより制御した
。
【００２７】
　以上述べたとおり、第２ステップの処理開始時のガス流量を定常処理時の設定値より増
加させることで、複数の異なるガス処理ステップを有する真空処理装置において、真空処
理室に導入されていたガスとこれから導入するガスを高速に置換し、前ステップで導入し
ていたガスの残留や、導入するガスが真空処理装置内に到達する時間の遅れを低減するこ
とのできる真空処理装置を提供することができる。
【実施例２】
【００２８】
　次に上記ＥＣＲプラズマエッチング装置での実施例２について図４を用いて説明する。
なお、発明を実施するための形態に記載され、本実施例に未記載の事項は本実施例にも適
用することができる。
【００２９】
　上記ステップの切り替えを簡易化して、第１ステップ(第１の時間帯での処理)のアルゴ
ンガスから第２ステップ(第２の時間帯での処理)の酸素ガス５０ｍＬ／ｍｉｎにステップ
移行した後の、酸素ガスの流量および残留アルゴンガスの時間変化を図４に示す。第１ス
テップのアルゴンガス流量が少ないほど酸素流量が定常に達するまでの時間が短く(図４
（ａ）)、残留アルゴンの量も少ない(図４（ｂ）)ことがわかり、速やかに酸素ガスステ
ップに移行していることがわかる。
【００３０】
　実施例２においては、処理ステップを継続する時、第１ステップ（前ステップ）の処理
終了時のガス流量を定常処理時の設定値より減少させることで、前ステップで導入してい
たガスの残留と、後ステップで導入するガスが真空処理室内に到達する時間の遅れを抑制
することができる。これにより、実施例１と同様にポリシリコンの形状不良を抑制し、且
つ試料間の再現性（性能安定性）を向上することができる。
【００３１】
　図３に示す第１の実施例と図４に示す第２の実施例の処理シーケンスを組み合わせるこ
とも可能である。例えば、第１ステップ（前ステップ）後では、実施例２の移行処理を行
い、第２ステップ（後ステップ）前では実施例１の移行処理を行ってもよい。
【００３２】
　なお、各々のガスの流量は、ガス供給系の各々のマスフローコントローラやガスバルブ
等を含む各々のガス供給手段を制御部により所定の設定値に設定することにより制御した
。
【００３３】
　以上述べたとおり、第１ステップの処理終了時のガス流量を定常処理時の設定値より減
少させることにより、複数の異なるガス処理ステップを有する真空処理装置において、真
空処理室に導入されていたガスとこれから導入するガスを高速に置換し、前ステップで導
入していたガスの残留や、導入するガスが真空処理装置内に到達する時間の遅れを低減す
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ることのできる真空処理装置を提供することができる。
【実施例３】
【００３４】
　次に上記ＥＣＲプラズマエッチング装置での実施例３について図５を用いて説明する。
なお、発明を実施するための形態に記載され、本実施例に未記載の事項は本実施例にも適
用することができる。
【００３５】
　上記ステップの切り替えを簡易化して、第１ステップ(第１の時間帯での処理)の酸素ガ
ス８５ｍＬ／ｍｉｎから第２ステップ(第３の時間帯での処理)の窒素（Ｎ２）ガス５０ｍ
Ｌ／ｍｉｎにステップ移行する際、第１ステップと第２ステップ(後ステップ)の間に試料
に影響を与えないアルゴンガスでの移行ステップ(第２の時間帯での処理)を設ける(図５
（ａ）、図５（ｂ）)。さらに移行ステップの前半の流量を増大（例：５００ｍＬ／ｍｉ
ｎ）させ、且つ移行ステップの後半の流量を減少（例：０ｍＬ／ｍｉｎ）させることで第
１ステップで導入していたガスの残留を十分排気し、且つ後ステップで導入するガスが真
空処理室内に到達する時間の遅れを抑制することができる(図５（ｂ）)。本手法は前の処
理ステップのガスが、次の処理ステップで敏感に影響をおよぼす場合特に有効であり、移
行ステップのガスは、アルゴン（Ａｒ）に限定されるものではなく、ヘリウム（Ｈｅ）、
キセノン（Ｘｅ）、クリプトン（Ｋｒ）ガスなどの不活性ガスや、窒素（Ｎ）ガスで行っ
ても良い。
【００３６】
　更に前の処理ステップのガスが真空処理室から十分排気されたことを確認してから、次
の処理ステップを開始することでより高い効果を得ることができる。前ステップのこの確
認は、光学的なモニタリングシステムを用いて真空処理室内のプラズマ発光スペクトルを
モニタリングし、その変化量を比較することによりガス置換の判定を行なっても良い。ま
た、ガス成分の直接分析が可能な機構を備えて、ガス置換の判定を行なっても良い。
【００３７】
　また移行ステップにおいて排気系を制御して前の処理ステップにおける処理圧力に保っ
た後、後の処理ステップの処理圧力に滑らかに変化させることで、急激な圧力変動により
試料上に落下、付着する物質を抑制することができ、パターン欠陥等による試料の不良を
抑制することができる。
【００３８】
　なお、各々のガスの流量は、ガス供給系の各々のマスフローコントローラやガスバルブ
等を含む各々のガス供給手段を制御部により所定の設定値に設定することにより制御した
。
【００３９】
　以上述べたとおり、移行ステップの前半の流量を移行ステップ前の流量より増大させ、
且つ移行ステップの後半の流量を移行ステップ前半の流量より減少させることにより、複
数の異なるガス処理ステップを有する真空処理装置において、真空処理室に導入されてい
たガスとこれから導入するガスを高速に置換し、前ステップで導入していたガスの残留や
、導入するガスが真空処理装置内に到達する時間の遅れを低減することのできる真空処理
装置を提供することができる。
【符号の説明】
【００４０】
１０１：ガス供給源１、１０２：ガス供給源２、１０３：マスフローコントローラ１、１
０４：マスフローコントローラ２、１０５：ガスバルブ１、１０６：ガスバルブ２、１０
７：ガス配管、１０８：ガス導入部、１０９：真空処理室、１１０：高周波電源、１１１
：導波路、１１２：高周波電力整合器、１１３：導波路、１１４：磁気コイル、１１５：
プラズマ、１１６：試料台、１１７：試料（ウェハ）、１１８：圧力計、１１９：可変バ
ルブ、１２０：ターボ分子ポンプ、１２１：補助ポンプ、１２２：排気配管、２０１：ホ
トレジストマスク、２０２：ポリシリコン膜、２０３：酸化膜、２０４：シリコン基板。
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